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Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego
dr Henryka Grzegorza Teisseyre.

Dr Henryk Grzegorz Teisseyre ukonczyt w 1990 roku studia na kierunku fizyka
na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracg¢ magisterska pod tytutem
»Indukowany $wiatlem powrot defektu EL2 w GaAs ze stanu metastabilnego”
wykonat pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Baranowskiego. W 1990 roku rozpoczat
prace w Instytucie Wysokich Ciénien PAN w Warszawie na stanowisku poczatkowo
asystenta a nastepnie adiunkta - od 2003 do 2008 roku. W 2001 roku przygotowat
rozpraw¢ doktorska pt. ,,Spektroskopia optyczna domieszek i defektéw w azotku galu
pod wysokim ci$nieniem”. Rozprawa ta zostata obroniona w Instytucie Fizyki PAN w
Warszawie. Promotorem pracy doktorskiej byt prof. dr hab. Tadeusz Suski. Habilitant
bral udziat w Centrum Badan Wysokoci$nieniowych PAN w, zakoficzonych duzym
sukcesem, pracach zwiazanych z budowg polskiego niebieskiego lasera. Od 2008 roku dr
Henryk Grzegorz Teisseyre jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Oddziale Fizyki i
Technologii Nanostruktur Pétprzewodnikowych Szerokoprzerwowych ON4 Instytutu
Fizyki PAN w Warszawie.

Dorobek naukowy dr Henryka Grzegorza Teisseyre, zgodnie z baza Web of
Science (WoS) z dnia 2012.08.20, sktada si¢ z 85 publikacji w tym 47 uzyskanych po
uzyskaniu stopnia doktora. Wiele prac Habilitanta ukazalo si¢ w czasopismach o
wysokim IF: (i) Physical Review Letters 5 artykutéw (w tym 3 prac opublikowano po
uzyskaniu stopnia doktora); (iil) Applied Physics Letters 13 artykutéw (11 po
doktoracie); (iv) Journal of Applied Physics — 7 artykuléw (4 po doktoracie); (v) Applied



Physics Express — 1 artykut opublikowano po doktoracie. Wedtug bazy Web of Science z
dn. 20.VIIL. 2012 r.: (i) duza jest liczba cytowan tych prac - 1603; (ii) wysoki jest indeks
Hirscha: 19; (iii) szczeg6lnie duzym zainteresowaniem ciesza si¢ publikacje
przygotowane z udzialem Habilitanta w latach 1992-1996 czyli w poczatkowym okresie
Jego pracy naukowej — ponad 1000 cytowan (prawie 70% wszystkich cytowanych prac).
Wedtug danych bazy WoS ze stycznia 2013 liczba opublikowanych prac wzrosta do 88 a
liczba cytowan do 1656.

Materiaty habilitacyjne przedstawione przez dr Henryka Grzegorza Teisseyre sa
niestety w niektorych fragmentach niepelne i w niektorych miejscach sprawiaja wrazenie
»brudnopisu”. Przykladowo szkoda, ze informacje o udziale w konferencjach
naukowych, prezentacjach konferencyjnych i seminariach sa ograniczone do ostatnich
trzech lat 2010-2012. Prace stanowiace podstawe habilitacji powstawaly w latach 2003-
2012. Wiele prac wykonano w czasie kierowanego przez Habilitanta w latach 2005-2007
projektu KBN 1 P0O3B 053 29 »Badania wlasno$ci ekscytonéw w studniach
kwantowych GaN/AlxGal-xN Krystalizowanych na podlozach zorientowanych w
niepolarnym Kierunku wzrostu”. Trudno jest, wigc w pelni oceni¢ zainteresowanie
srodowiska naukowego tematyka »habilitacyjng” na konferencjach. Brak jest w

zataczniku 9 petnego oswiadczenia wspélautorki prac prof. dr hab. Izabelli Grzegory.

Jako osiagnigcie naukowe, (zgodnie z art. 16 ust, 2 ustawy z dnia 14 marca 2003
t. Dz. U. Nr 65, poz. 595 z p6zn. zm.) dr Henryk Grzegorz Teisseyre przedstawit cykl
artykuléw  z  tematyki _Badania wbudowanych  pél elektrycznych w
niskowymiarowych  strukturach azotkowych dla  réznych  kierunkéw
krystalograficznych”. Cykl ten zawiera dziesig¢ publikacji przygotowanych z udziatem
Habilitanta. W 7 pracach dr Henryk Grzegorz Teisseyre wbrew porzadkowi
alfabetycznemu jest pierwszym autorem. Z dotaczonych w zataczniku oswiadczen 40
wspdlautoréw prac wynika, ze dominujacy byt wkiad Habilitanta w powstaniu tych
publikacji. Prace z przedstawionego cyklu artykulow ukazaty si¢ w renomowanych
czasopismach: (i) PHYSICAL REVIEW B -1; (ii) APPLIED PHYSICS LETTERS - 4 ;
(iii) Applied Physics Express -1; (iv) JOURNAL OF APPLIED PHYSICS -2 ; (v) Phys.

Stat. Sol. (c) -1 oraz w monografii Nitride with Nonpolar Surfaces, ed. Paskova Wiley-



VCH, Weinheim, 2007. Liczba cytowan prac z tego cyklu wynosi 61. Licze, ze ta liczba

cytowan istotnie wzrosnie w kolejnych latach.

W recenzji nie bede systematycznie omawial szczegétowo prac z cyklu artykutéw
wchodzacych w zakres habilitacji, poniewaz zostaty poddane weryfikacji przez
recenzentéw renomowanych czasopism, w ktérych zostaty opublikowane. W pracach
tych Habilitant podjat ambitne kompleksowe zadania: wytworzenia nowych
niskowymiarowych struktur azotkowych i ich charakteryzacji, zbadania tych materiatow
z Wwykorzystaniem réznorodnych technik doswiadczalnych (gféwnie optycznych,
ci$nicniowych) oraz dokonania teoretycznej analizy uzyskanych  wynikow
eksperymentalnych.  Motywem wiodacym tych prac bylo zbadanie wbudowanych pol
elektrycznych. Prace ukladaja sic w logiczng catosé i mozna w nich wyrdznié dwie
grupy: 1) prace Al, A2 i A3 i2) prace A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10.

W pierwszej grupie prac okrelono wartoéci pdl elektrycznych w prébkach
pochodzacych z  zagranicznych laboratoriéw. Wykorzystano  gléwnie techniki
spektroskopii optycznej w ciénieniach hydrostatycznych. Na uwage zastuguje bardzo
szybkic podjecie przez Habilitanta [A1] ciekawej tematyki badan czteroskfadnikowych
ukfadéw InAlGaN w ktérych wykazano na poczatku XXI stulecia mozliwosci
dokonywania niezaleznych zmian przerwy energetycznej i statych sieci. Habilitant
wykonat pionierskie pomiary umozliwiajace wyznaczenie pél elektrycznych w
nanostrukturach InAlGaN wykonanych w RIKEN w J aponii. Habilitant wykonat réwniez
badania fotoluminescencji [A2] w wysokim ci$nieniu hydrostatycznym kropek
kwantowych GaN/AIN wytworzonych na réznych podlozach i wykazal, ze emisja
wykazuje ujemny wspétezynnik cisnieniowy bedacy efektem wzrostu pod wptywem
ci$nienia wbudowanego pola elektrycznego. Wyniki eksperymentalne opisano modelem
teoretycznym, przygotowanym we wspdlpracy z fizykami IPPT w Warszawie,
wykorzystujacym réwnania Schrédingera i Poissona. Ciekawe byly réwniez wyniki
ci$nieniowych badan fotoluminescencji w studniach kwantowych GaN/AlGaN
wytworzonych (z udzialem Habilitanta w EPFL w Lozannie) wzdluiz wybranych
polarnych 1 niepolarnych kierunkéw krystalograficznych. Wykazano, ze do opisu
wynikéw eksperymentalnych zasadne jest wykorzystanie nieliniowosei Schimady i

eksperymentalnie otrzymane state piezoelektryczne.



Druga grupa prac powstala na podstawie wynikéw badaf Habilitanta wykonanych
na probkach - strukturach niepolarnych, wykonanych z istotnym wykorzystaniem
potencjatu technologicznego Instytutu Wysokich Cisnien PAN w Warszawie gdzie
opracowano metodg¢ pogrubiania podtozy GaN technikq Hydride Vapor Phase Epitaxy
HVPE. Technika HVPE mozna uzyskiwaé grube krysztaty, co pozwalato na wycinanie
w kolejnym kroku wysokiej jakosci podiozy o niepolarnych orientacjach. Informacje na
temat wytwarzania i wlasciwosci takich podlozy mozna znalezé w pracach [A7, AS]
przygotowanych z udziatem Habilitanta. Pomiary fotoluminescencji [A4] wykonane,
przez dr H. G. Teisseyre, dla wiclostudni kwantowych GaN/AlGaN wytworzonych na
polarnych i niepolarnych podfozach wykazaly silnie przesuniecie linii emisyjnych dla
prébek niepolarnych (w poréwnaniu z polarnymi) w kierunku wyzszych energii. Praca
[A4] dostarczyta jednych z pierwszych eksperymentalnych dowodéw braku pél
elektrycznych w niepolarnych strukturach. Kolejnym etapem byto otrzymanie i zbadanie
wiasciwosci pompowanych optycznie struktur laserowych GaN/AlGaN wytworzonych
na niepolarnych podtozach [AS5]. Praca [AS5] dostarczyla eksperymentalnych dowodéw
potwierdzajacych teoretycznie oczekiwane wigksze wzmocnienie optyczne w strukturach
niepolarnych niz w polarnych. Sukcesem okazalo sie réwniez wykonanie w Lozannie,
przy udziale Habilitanta, lasera polarytonowego GaN/AlGaN wytworzonego na
niepolarnych podtozach. Uzyskano wysokiej jakosci nanostruktury tworzace mikrowneki
oraz obszar aktywny spetniajacy warunek silnego sprzezenia. Wielkosé sprzezenia mozna

zmienia¢ z wykorzystaniem polaryzacji swiatta.

Oprécz duzego dorobku publikacyjnego dr Henryk Grzegorz Teisseyre posiada
réwniez znaczacy dorobek patentowy. Habilitant jest: (i) autorem zgloszenia
patentowego ,,Diody luminescencyjne emitujgce §wiatlo biale oraz sposéb
wytwarzania diody luminescencyjnej emitujacej §wiatlo biale; (ii) wspotautorem:
patentu migdzynarodowego “The method of fabrication of semiconducting
compounds of nitrides aiii-bv of p- and n-type electric conductivity” oraz (iii)

wspotautorem dwoch zgloszen patentowych ,,Struktura lasera polprzewodnikowego”.

Dr Henryk Grzegorz Teisseyre prezentuje wyniki swoich badan na licznych

konferencjach i na seminariach. W okresic ostatnich 3 lat (2010-2012) przedstawiono



prace przygotowane z udzialem Habilitanta w postaci prezentacji ustnych ,,contributed
talk” (2 prezentacje wyglosil Habilitant) oraz jednej pracy w postaci ,invited talk”.
Habilitant byt réwniez zaproszony do wygloszenia seminariéw w Fraunhofer Institute for
Applied Solid State Physics w Freiburgu oraz w Instytucie Podstawowych Probleméw

Techniki w Warszawie.

Dr Henryk Grzegorz Teisseyre jest pracownikiem naukowym potrafiacym
podejmowaé krajowe i migdzynarodowe wspétprace naukowe do realizacji ciekawych i
aktualnych tematéw badawczych. Szczegdlnie owocna okazala sie jego wspétpraca z
fizykami z Université Montpellier, Francja; CNRS w Valbonne i w Grenoble, Francja;
RIKEN (Institute of Physical and Chemical Research) Japonia, Universitact Ulm,
Niemey; Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), Szwajcaria. Dr Henryk
Grzegorz Teisseyre potrafi réwniez uzyska¢ finansowe wsparcie do podejmowanych
badari — od 2005 roku kieruje kolejnymi projektami badawczymi : (i) 2005- 2007: KBN
1 PO3B 053 29 ,Badania wlasnosci ekscytonéw w studniach kwantowych
GaN/AlxGal-xN krystalizowanych na podlozach zorientowanych w niepolarnym
kierunku wzrostu”; (ii) 2008- 2011: ,Badania wlasnosé struktur kwantowych
GaN/AlxGal-xN i GaN/InxGal-xN krystalizowanych na podlozach zorientowanych
w niepolarnym kierunku wzrostu”; (iii) 2012-2015: NCN OPUS 2 , Azotek galu

domieszkowany berylem - w kierunku nowej generacji konwerteréw optycznych.”

Reasumujac pragne stwierdzi¢, ze dr Henryk Grzegorz Teisseyre spelnia warunki
stawiane kandydatom do uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Uwazam, ze
Habilitant jest dojrzatym i aktywnym pracownikiem naukowym. Posiada istotny dorobek
naukowy i organizacyjny i ma ugruntowana pozycje naukowa zaréwno krajows jak i
migdzynarodowa. Wnioskuje o dopuszczenie dr Henryka Grzegorza Teisseyre do

dalszych etapow przewodu habilitacyjnego.
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